SF 126 - SF 127 - SF 128 - SF 129
Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistoren
fir Breitbandverstarker

und als mittelschneller Schalter

Bauform 1 TO39
Warmewiderstand Ry, = 0,29 KimW

Ripjc < 0,07 KimW

Grenzwerte gliltig filr den Betriebstemperaturbereich
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Ueso N
ic 500 mA
Iem 1A
g 250 mA
Piot 600 mW {#, = 25°C)
B, +4-175 °C
# 40 °C bis L+ 125°C
Statische Kennwerta (#5 = 25°C -~ 5K)
SF 126 Sk 127 SF 128 SF 129
UCB'D [bai UC.H- == 33 U} E 100 nA - ek
(bei Urg = 66 V) - =< 100 nA -
(bei Upg == 100 V) - - < 100 nA =
[b&i UCB == 120 V) . - — <
‘80 (bei Ugg = 7V) <1uA S1uA S1pA S
U(BR}CED (bel I~ = 50 mA) = 20V = 30V = 60V =
UCE:G! (bel IC = 130 mA,
gy = 15mA) 05V Z05V. =05V =
hoyg (bei Ucep== 2V, Ig = 50 mA) Gruppe A 18... 35
B 28... 71
C 56... 140
D 112... 280
E 224... 5640

F A&50...1120
Dynamische Kennwerte (3,= 25°C - 5 K)

¢t {bei Ucg == 10V, ic = 10 mA, f = 15 MHz) Z 60 MHz



